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【はじめに】

n型オーミック電極形成のために Niと 4H-SiCバルク基板の合金化を行う際、SiCの界面にカー
ボン凝集がみられ、これにより接触抵抗が高抵抗化するという問題が発生する。この問題を解決

するためにはカーボン凝集を制御する必要がある。本研究では、カーボン凝集を防ぐために短時

間レーザアニール法を導入し、オーミック抵抗の低抵抗化を行った。前回、電極材料としては、

Siとともに Cとも反応する Tiと、Niを使用した研究例を報告した[1]。今回は、レーザアニール
を用いてTi, Ni組み合わせた多層膜を導入し、オーミック抵抗の低抵抗化を行ったので報告する。

【実験方法】

実験には n型（1×1018 cm-3）4H-SiCバルクウェハを用いた。基板洗浄後 SiC基板の C面に Ni(75

nm)/T(25 nm)/SiC, Ni(50 nm)/Ti(50 nm)/SiC, Ni(25 nm)/Ti(75 nm)/SiCになるように Ti, Niを多層膜で

成膜した。更に、Ni, Ti膜厚がそれぞれ 100 nmのサンプルも作製した。成膜後の試料に波長 355 nm

の紫外線レーザアニールによりシリサイド化を行った。スキャン速度は 660 mm/sとした。パルス

時間は 40 nsecである。レーザパワーを 1.9～2.8 J/cm2としてAr雰囲気中でシリサイド化を行った。

シリサイド化後のサンプルには Al 500 nmを成膜した。電気的評価には TLM法を用いた。

【結果と考察】

図 1には Ni (25 nm)/Ti (75 nm)/SiCの場合の I-V特性を示す。全てのレーザパワーにおいてオー

ミック性を示しており、レーザパワーが 2.5 J/cm2のときに一番低いオーミック抵抗を示した。図

2にレーザパワーとコンタクト比抵抗の関係を示す。電極材料 Niと Tiの組み合わせにより、低い

コンタクト比抵抗を示していることが分かる。Ni (25 nm)/Ti (75 nm)/SiCにおいて、レーザパワー

が 2.5 J/cm2の時、コンタクト比抵抗は ρc=2.4×10-4 Ωcm2となった。また、Tiの割合が増加するに

つれてコンタクト比抵抗が最小となるレーザパワーが高出力側に変化した。
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図 2. レーザパワーとオーミック抵抗の関係
（図中の数字は膜厚）

図 1. Ni 25 nm/Ti 75 nm/SiCの I-V特性
レーザパワー: 1.9～2.8 J/cm2
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